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E. Compound Semiconductors 분과 

[WD4-E] SiC Device 
 

WD4-E-1 

16:15-16:30 

Low Frequency Noise in SiC Double-Implant MOSFETs 

Sangwon Baek, Iksoo Park, Rockhyun Baek, and Jeong-soo Lee 

Department of Electrical Engineering, POSTECH 

WD4-E-2 

16:30-16:45 

1.2 kV 급4H-SiC 쇼트키장벽 다이오드의 전기적 특성 최적화를 위한 에피층 및 

접합종단구조 설계 

박힘찬1,2, 한상보1, 방욱2, 김동영3, 이현수3, 금주연4, 강인호2 
1경남대학교 첨단공학과, 2한국전기연구원 전력반도체연구센터, 3경상대학교 반도체공학

과, 4창원대학교 신소재융합공학과 

WD4-E-3 

16:45-17:00 

5kV 급 4H-SiC 쇼트키 접합 다이오드의 전기적 특성 및 소재 분석 

금주연1,2, 나문경2, 강인호2, 방 욱2, 구본흔1 
1창원대학교 신소재융합공학과, 2한국전기연구원 전력반도체연구센터 

WD4-E-4 

17:00-17:15 

High Current Density and High Breakdown Voltage of 4H-SiC Trench MPS 

Applying JTE Structure 

김동영1,2, 석오균2, 방욱2, 김형우2, 박기철1 
1경상대학교 반도체 공학과, 2한국전기연구원 전력반도체연구센터 

WD4-E-5 

17:15-17:30 

Analysis of 4H-SiC Fin-Type VDMOSFET for Low on-Resistance 

Dongwoo Bae, Doohyung Cho, and Kwangsoo Kim 

Department of Electronic Engineering, Sogang University 

 
  


